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1)  

 

a) V����� �	 
���� �  24 � 1,4� � √2 � 32V 
V�� �  32V � V
 � 20V 
I������ ��� � � P���

V

� 10

12 � 0,833A 

R��%& � V��
I������ ��� �

� 20
0,833 � 24Ω 

R��� � � 12V
0.5A � 24Ω 

V��* +���� � 12V pior caso, pois deveria ser 6 12� � 32 � R��� �
R��� � 7 R����

� 32 � 24
24 7 R����

 

R���� � 40 Ω 

R����Comercial� � 27 ou 33 ou 39 Ω. Questões subseqüentes considerarão 33Ω. 

 

 

b) V�%>>?���� 
�&�� � %@AB
C �� � D,E

FGD �FDDDµ � 4,2V 
V�%>>?��I� 
�&�� � V�%>>?���� 
�&�� � Z


R�
� 4,2V � 1

33 � 0,127K 
 

 

c) V�?�L � 12V ZENER� � V?�L � 12 � 2,5 � 9,5V 
I�?�LSerá dado em prova� � 20mA 
R?�L � V�?�L

I�?�L
� 9,5V

20mA � 475Ω 

R?�LComercial� � 470Ω 
 

 

d) O diodo zener conduz reversamente quando a tensão ultrapassa V
, dessa forma servindo como regulador de 

tensão. 

 

 

 

 

2)  

 

a) V�Qí�Q �  12V 
V����� �	 ��STUQ�	� �  18 � 0,7� � √2 � 24,5V 
V�V� ����Q�Q �	 ��STUQ�	� �  15,4V 
V�VWWU� ��� � I���

f � C � V����� �	 ��STUQ�	� � V�V� ����Q�Q �	 ��STUQ�	� � 9,1V 
I��� � 9,1 � f � C � 0,61A 
 

 

b) V�VWWU� ��� � %@AB
C�� � 9,1V � F,E�

C��  

C � 1,5A
f � 9,1V � 1373,62µF 

 



c) 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

V
���� �  12V 
V����� �	 
���� �  24,5V 
V�� �  24,5V � V
 � 12,5V 
I������ ��� � � P���

V

� 30

12 � 2,5A 

R��%& � V��
I������ ��� �

� 12,5V
2,5A � 5Ω 

R��� � � 12V
1.5A � 8Ω 

V��* +���� � 12V pior caso, pois deveria ser 6 12� � 24,5 � R��� �
R��� � 7 R����

� 24,5 � 8
8 7 R����

 

R���� � 8,3Ω 
R����Comercial� � 5,6 ou 6,8  ou 8,2Ω  (Embora 8,2 Ω esteja muito próximo do máximo). 

 

 

 

 

3)  

 

 

a) V�Qí�Q �  12V � Não importa na questão 
V>�V*á�V	 

V��_T��á�V	 
� N��WV�Q� �	 W�V*á�V	 

N��WV�Q� �	 ��_T��á�V	 
 127

24 � 5,3 
I>�V*á�V	 

I��_T��á�V	 
� N��WV�Q� �	 ��_T��á�V	 

N��WV�Q� �	 W�V*á�V	 
 24
127 � 0,19 

I��_T��á�V	 `T�V*Q aT�íb�U � I>�V*á�V	 `T�V*Q aT�íb�U
N��WV�Q� �	 ��_T��á�V	 
N��WV�Q� �	 W�V*á�V	 

� 0,3
0,19 � 1,58A 

 

 

b) V�V� �  1,25V Característica do chip� 
V�Qd �  1,25V � e1 7 RG

RF
f 7 100µ � RG 

R�Qd �  5KΩ 

V�Qd �  1,25V � e1 7 5K
240f 7 100µ � 5K � 27,29 7 0,5 � 27,79V 

 

 

c) V�Qí�Q �  27,79V 
V����� �	 ��STUQ�	� �  24 � 1,4� � √2 � 32V 
V�V� ����Q�Q �	 ��STUQ�	� � 27,79 7 1,25 � 29,04V 
V�VWWU� ��� � I���

f � C � V����� �	 ��STUQ�	� � V�V� ����Q�Q �	 ��STUQ�	� � 2,96V 
I��� � 2,96 � f � C � 0,36A 


